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Характеристики радіовимірювального мікроелектронного перетворювача витрат рідини на 
основі біполярної транзисторної структури можливо отримати, виходячи з математичної моделі. 
До цих характеристик відносяться аналітичні залежності активної і реактивної складових повного 
опору на електродах колектор-колектор структури, функцій перетворення чутливості від витрат 
рідини. Розрахунки зроблені на основі електричної схеми пристрою (рис. 1), еквівалентна схема 
якого показана на рис. 2. Для зручності розрахунків подано еквівалентну схему у вигляді 
наведеному на рис. 3.

Рис. і -  Схема радіовимірювального мікроелектронного 
перетворювача витрат рідини

Рис. 2 -  Нелінійна еквівалентна схема радіовимірю вального мікроелектронного 
перетворювача витрат рідини на основі біполярного транзистора 
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Рис. З -  Перетворена нелінійна еквівалентна схема 
радіовимірювального мікроелектронного перетворювача витрат рідини

На основі розв’язання системи рівнянь Кірхгофа за допомогою пакету прикладних програм 
pMatlab 6.5» був визначений повний опір на електродах колектор-колектор транзисторів VT1 і 
VT2. Розрахунки повного опору структури дозволяють отримати всі необхідні теоретичні 
ж кж ності. Визначено, що оптимальною ділянкою керування величиною від’ємного опору є 
й-ервал від 7,5 В до 7,7 В.

На рис. 4 подано теоретичні та експериментальні залежності частоти генерації від зміни 
■прат рідини. Як видно з графіка, частота генерації в діапазоні від 0 до 50 л/год змінюється майже 

йно. Оптимальною з точки зору чутливості пристою є напруга керування Ui=7,6 В.

Рис. 4 -  Теоретична та експериментальна залежності частоти генерації від 
витрат рідини при д ії на один біполярний транзистор

На основі еквівалентної схеми (див. рис. 2), згідно з теорією стійкості Ляпунова [1, 2], 
иачена функція перетворення. Вона описує залежність частоти генерації від витрат рідини та 
: вигляд [3]
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ЯдО& С«аО?) -  динамічний опір та еквівалентна ємність коливального контуру перетворювача. 
Чутливість пристрою визначається на основі виразу (1) і описується рівнянням
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Графік залежності чутливості від витрат рідини показано на рис. 5. Як видно з графіка, 
найбільша чутливість пристрою лежить в діапазоні від 10 до ЗО л/год та змінюється від 1,5 до 1,0
кГ ц/л/год.

Sy , Гц/л/год

Рис. 5 -  Залежність чутливості від витрат рідини 
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